
Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora 
bipolarnego w uk adzie wspólnego emitera 

(E3) 

 
1. Wymagane zagadnienia 

- typy pó przewodników, przewodnictwo elektryczne pó przewodników 
- z cze pn, zasada dzia ania 
- charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w uk adzie wspólnego emitera 
- zakresy (obszary) pracy tranzystora, polaryzacja z cz 
 

2. Cel wiczenia 
Celem wiczenia jest zapoznanie si  z charakterystykami statycznymi tranzystora bipolarnego 
npn pracuj cego w konfiguracji wspólnego emitera oraz wyznaczenie parametrów 
tranzystora w oparciu o charakterystyki statyczne. 
 

3. Wst p 
Tranzystor bipolarny jest elementem trójelektrodowym, w którym wyst puj  trzy obszary 
pó przewodnika o przemiennych typach przewodnictwa i s y m.in. do wzmacniania 
sygna ów. Obszary te nosz  nazwy emitera (E), bazy (B) i kolektora (C) i tworz  dwa z cza pn. 

cze emiterowe stanowi  obszary emitera i bazy, za  z cze kolektorowe obszary kolektora 
i bazy (Rysunek 1). Przemienno  domieszkowania oznacza, e obszar rodkowy (baza) mo e 
by  typu n, wówczas pozosta e obszary s  typu p (tranzystor pnp), lub baza mo e by  typu p 
natomiast obszary (E) i (C) s  typu n (tranzystor npn). Schematy obu typów tranzystorów oraz 
schematy pod cze  w uk adzie wspólnego emitera pokazano na rysunku. 

 

  
Rysunek 1. Symbole i polaryzacja tranzystorów bipolarnych 

 
ciwo ci tranzystora opisuj  jego charakterystyki statyczne. S  to krzywe przedstawiaj ce 

zale no ci mi dzy pr dami i napi ciami sta ymi wyst puj cymi na wej ciu i wyj ciu 
tranzystora. 



4. Wykonanie pomiarów 
4.1. Schemat uk adu pomiarowego 

Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych wyznacza si  w uk adzie 
pomiarowym, którego schemat przedstawiono na rysunku. 
 
Zestawi  uk ad pomiarowy przedstawiony na Rysunek 2. 
 

 
Rysunek 2. Schemat uk adu pomiarowego do badania charakterystyk tranzystora 

 
Tranzystor bipolarny npn badany jest w uk adzie wspólnego emitera (WE). Uk ad dwóch 
amperomierzy oraz dwóch woltomierzami umo liwia pomiary pr du bazy ( ), pr du 
kolektora ( ), napi cia na z czu kolektor – emiter ( ) oraz napi cia na z czu baza – 
emiter ( ). 
Zadawanie ró nych warto ci napi cia  przy ustalonych warto ciach sta ego pr du  i 
pomiar nat enia pr du kolektora  p yn cego przez tranzystor umo liwia wyznaczenie 
charakterystyk wyj ciowych tranzystora = const). Z kolei zadawanie 
ró nych warto ci napi cia  przy ustalonych warto ciach napi cia  i pomiar pr du 
bazy  oraz pr du kolektora  umo liwia wyznaczenie charakterystyk wej ciowych 

= const), oraz przej ciowych = const) tranzystora. 
 
Wykonanie pomiarów polega na wyznaczeniu rodzin w/w charakterystyk dla zadanych 
przez prowadz cego warto ci pr du bazy ( ) (charakterystyka wyj ciowa) oraz dla 
zadanych warto ci  (charakterystyka wej ciowa). 
 

4.2. Przygotowanie stanowiska do pomiarów 
a) Od czy  wszystkie urz dzenia od zasilania 
b) Zmontowa  uk ad pomiarowy przedstawiony na rysunku powy ej 
c) Dla miliamperomierza pr du  ustawi  zakres pomiarowy na 7,5 mA 
d) Dla miliamperomierza pr du  ustawi  zakres pomiarowy na 750 mA 
e) Dla woltomierzy  i  ustawi  zakresy pomiarowe na 10 V 
 

4.3. Wyznaczenie rodziny charakterystyk wyj ciowych 
Wyznaczenie rodziny charakterystyk wyj ciowych Pomiar charakterystyk wyj ciowych 
tranzystora nale y wykona  dla nast puj cych warto ci pr du bazy ( ): 0.5mA, 1mA, 
1.5mA, 2mA, 2.5mA. 
 



a) Ustawi  warto  pocz tkow  oporu na opornicy dekadowej na 9 k . 
b) Skr ci  ga  potencjometru na zasilaczu kolektora maksymalnie w lewo. 
c) Po uzyskaniu zgody osoby prowadz cej zaj cia pod czy  zasilacze do sieci 

elektrycznej oraz je w czy . 
d) Zmieniaj c warto  rezystancji na opornicy dekadowej ustawi  pr d bazy ( ) na 

zadan  warto . 
e) Zmieniaj c warto  napi cia  od 0 V do 8 V odczytywa  warto ci pr du kolektora 

( ) 
f) Skr ci  ga  potencjometru na zasilaczu kolektora maksymalnie w lewo, nast pnie 

powtórzy  czynno ci z punktów (d) i (e) dla kolejnych zadanych warto ci pr du . 
g) Wyniki zebra  w tabeli: 

Pomiar charakterystyk wyj ciowych 
=…………… mA =…………… mA =…………… mA 

[V] [mA] [V] [mA] [V] [mA] 
0  0  0  

0.05  0.05  0.05  
0.1  0.1  0.1  

0.15  0.15  0.15  
……  ……  ……  
0.5  0.5  0.5  
1  1  1  

……  ……  ……  
8  8  8  

 
4.4. Wyznaczenie charakterystyk wej ciowych i przej ciowych 

Pomiar charakterystyki wej ciowych tranzystora nale y wykona  dla napi cia  przy 
którym tranzystor znajduje si  w obszarze pracy aktywnej. 
 
a) Ustawi  warto  pocz tkow  oporu na opornicy dekadowej na 9 k . 
b) Ustawi  warto  napi cia  na zadan  warto . 
c) Zmieniaj c pr d bazy ( ) od 0.5 mA do 2.5 mA (z krokiem 0.5 mA) poprzez zmian  

rezystancji na opornicy dekadowej, odczytywa  warto ci napi cia . 
d) Wyniki zebra  w tabeli: 

Pomiar charakterystyki wej ciowej 
=……………V 

[mA] [mA] 
0.5  
1  

……  
2.5  

 
5. Opracowanie wyników pomiarów 

a) W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów wykre li : 
- rodzin  charakterystyk wyj ciowych (na jednym wykresie) 
   = ( , = const) 
- charakterystyk  przej ciow  (na kolejnym wykresie) 
   = ( , = const) 



b) Narysowa  charakterograf tranzystora bipolarnego (analogicznie do przyk adowego z 
Rysunek 3) dla wybranej warto ci = const oraz = const. W oparciu o ten wykres 
wyznaczy  parametry tranzystora stosuj c metod  przybli on  polegaj  na zast pieniu 
pochodnych ilorazami ma ych przyrostów odpowiednich napi  i pr dów: 

- rezystancj  wyj ciow : =
const

 

 

- rezystancj  wej ciow : =
const

 

 

- wspó czynnik wzmocnienia pr dowego: =
const

 

 

 
Rysunek 3. Przyk adowy wykres charakterografu tranzystora bipolarnego w uk adzie wspólnego emitera 

 
c) dy oceni  na podstawie znajomo ci klasy przyrz dów. 
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